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'Amo ro pRxwo 

1: 	MATERIAIS SEMICONDUTORE" .  

ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJWPD - Indicar o campo a:2 conhecimento ou setor econamico a 
nstã vinculado. m 

, ATIVIDADES ESPACIAIS 
•	  

SICTON.P.Y.EiZTO DO PROJETO NO CONTEXTO CIENTTFICO E TECNOLÓGICO - 	 a im=or- 

tãncia do projeto, sua.r.rotivaçEo e a oportunidade de sua execuçEo. 

• O projeto de Materiais Semicondutores visa 'o estudo de materiais 'e prooes 

sos envolvidos na fabricaçãoe caradterização de dispositivos fotovoltãicos e fotoconduto 

1 reS.(celulas solares e detectores de radiação infravermelha), •o estudo de 	propriedades 

físicas de sistemas bidimensionais e ao estudo de sólidos desordenados. 	• 
. 	• 	 • 

• 

• Na parte de celutas solares a'enfase é dada ãs de uso espacial, isto é, ope 

radas em cóndições de massa atmosferica nula (AMO). Um satélite-em órbita encontra-se em 

ambiente de condições bpm diferentes daquelas encontradas na staperficie terrestre, 	tais 

como.maior intensidade de radiação luminosa, especialmente no ultravioleta, v -ãcuo da ordem 

de 10-16  torr, variações c5clicas de temperatura e-bombardeamento constante de part'iculas 

ionizantes energéticas. Isso leva ã. necessidade de se empregar células solares com carac 

:teristicas diferentes daquelas utilizadas na Terra. 0 . principal objetivo é.o de adqUirir 

O.  conhecimento e a.tecnologia de. células solares de uso espacial, as quais seriam trans 

fenidos 	indUstria nacional para fabricação de_célula.5*.a...serem utilizadas em futuros Sa 

télftes. . 	- • • 
. 	. . 	. 

O desenvolvimento de semicondutores de bandas de energia proibida estreitas,,' 

particularmente o Pb,..-xSnxTe e o lig l _ x CdxTe, é grandemente estimulado por na :aplicação na 

detecção de radiação infravermelha como sensores :de radiação térmica em geral e como de' 

tectores de banda larga para comunieações por laser e radares de laser. Mais recentemente, 

surgiram outros interesses devidos a experiencias em espectroscopiadealta resolução, par' 

ticularmente nas técnicas de separação de isótopos de urãnioe no controle de poluição do 

ar pela utilização de laser semicondutores fabricados com essas ligas. 

• 

A fabricação de detectores fotovoltãicos e fotocondutorps de ligas ternãrias 

tem como principal objetivo a deteção da radiação entre 8-12pm que é uma região fundamen 

tal para Sensoriamento remoto, controle de poluição e controle de atitude de satélites ar 

tificiais. Na parte de controle de atitude, um satélite deve possuir sistemas que determi 

nem o nadir. Como existe uma descontinuidade de radiação entre o frio do espaço e o horizon 
te mais quente da Terra, um satelite que possua um conjunto de detectores sensiveis a essas 

continua... 



T1Tuw r.z) 

DE ATUAÇÃO DO PITY.I.:1-.:J0 - Indicar o campo de conhecimonto ou setor econam 4 co a 
ntst> n nroictc. esta' vinculado. 

POSICIONAMENTO DO PROJETO NO CONTENTO CIENTIFICO ,  E TECNOLÓGICO - DiScutlY" a im=or-

-tância do projeto, sua.rroti-vaçao e a c=rtunidade de sua execução. 

- 	  

1 continuação 

• 

1 teMperaturas mantem sua atitude baseando-. se  na diferença entre glas. Corno a Terra pogsui 

uma janela atmosférica entre 8 - 13pm os detectores de Pb1-x  Sn Te que operam nessa faixa  x 

I são utilizadas pára esse tipo de •controle. 

Cejulas Olares e_detectOres fotovoltaicoT tem.a caracteriza-los em COMUM'D 

I fato 4e seu desempenhp ser fortemente determinado por efeitos r'elotivos ã interação "dos 

_portadores de Carga com superficies e. interfaces, em razão do que_a fisica desses .proces 

sos é em si objeto de pesquiso neste projeto. TranSiStores - MOS se constituem em excelente 

ferramenta para a ccdpreensão 'dos fenômenos de superficie; envolvidos no funcionamento da 
_ 

1 .  queles dispositivos e em seu aperfeiçoamento para up'espaCial, pois provem os Pesquisado 
_ 	 - 

res com um sistema eletr6n4co (a camada de inversão) com propriedades cie' transporte essen . — 

I cialmente-bidimensionáis, através do qual e possivel adquirir conhecimentos fundamentáis 

- sobre aqueles fenômenos. As atividades relacionadas com o estudo de'cimadas de inverio em 

•estrutu• as MOS encontram-se dentro de um programa de_cooperaçãO cientifica irr.ternacional 

1  firmado entre o CNPq e a NSF, envolvendo.o.INPE e a Uniliersidade Brown, para realizar .  in 

vestiqoções ness áre'i. A pesquisa desenvolvida abrange 'aspectos teóricos,: experimentais 

I e de desenvolvimento e.c.nPI-cigico relacionados com esses dispositivos e foi implantado um 

laboratOrio_de .stinado á pesquisa experimental em camadas de inversão, ate então 	inedita 

1 no Brasil. 

As gtividades de pesquisa em materiais desordenados direcionaram-se ao estu 

do de materiais cristrtinos e amorfos, acompanhando o desenvolvimento que ocorre . 	nesta 

3rea em outros centros de pesAuisa do Pais e exterior. Seu principal objetivo tem sido o 

1  estudo de estrutura eletrônica, propriedades de transporte, termodinámicas e magneticas 
í  desses materiais. Os efeitos de desordem são estudados visandonima*melhor compreensão do. 

) mecanismo de funcionamento:de dispositivos vptoeletrônicos. 

•	  



T/TULO L'O PRaTEINO 

AREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO - Indicar o campo de conhecimento ou setor econômico a 
ove o projeto está vinculado. 

POSICIONAIP • DO PROJETO NO CONTEXTO CIENTIFICO E TECNOLWICO - Discutir a importán 
cia do projeta, sua motivação e a oportunidade de sua execução. 

• 

continuação 

Outro sistema de interesse são os defeitos profundos em semicondutores.Es 

ses defeitos, embora não contribuam diretamente para condução elétrica em semiconduto 

res, podem diminuir a vida média dos portadores de carga e, com isso, afetar enormemen 

te as caracteristicas dos dispositivos semicondutores. 

• 



DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS CO PROJETO - Quantificar e/ou qualificar as retas pretendidas 

A atividade de celulas solares visa a icrentificação das diferenças essen 

ciais nas características de celulas de uso espacial e terrestre, a preparação de uma 

infra-estrutura pisa a medida dessas caracteristicas através do aprimoramento do labo_ 

ratõrio existente, a avaliação das possibilidades de fabricação comercial no Pais de 

celulas solares de uso espacial, e a formação de recursos humanos na área. Cabe salien 

tar que já foram mantidos contatos com a indústria nacional fotovoltaica, a qual mani 

festou interesse em acompanhar o projeto. • 

Na atividade de detectores infravermelhos, foi montada a infra-estrutura 

necessária para a fabricação e caracterização de monocristais de Pb1-xSnxTe,  material 

que foi escolhido para os detectores tanto fotovoltaicos como fotocondutores. Os mono 

cristais de Pb1-xSnxTe  são obtidos pelo metodo de transporte por fase vapbr e.as jun 

ções p-n,para a fabricação de detectores fotovoltaicos,obtidas tanto por recozimento em 

atmosfera saturada, como por difusão de Cd:In. Deverão ser implantadas tecnicas de cres 
. 	— 

cimento epitaxial a partir da fase liquida (LPEpara obtenção de detectores com hete 

roestruturas, as quais se prestarão, com pequenas .modificações, á eventual fabricação 

de lasers semicondutores. 

Na atividade de física de superfícies, estudos sistemáticos da dependen 

cia da mobilidade efetiva e da mobilidade de efeito de campo dos portadores coma tempe 

ratura, tensão de porta e orientação cristalina do substrato semicondutor e do canal 

estão sendo efetuados, visando estender para baixas temperaturas os resultados ate'ago 

ra conhecidos somente entre 77 e 300K. Também estão sendo testadas nedidas diretas da 

derivada da condutáncia com temperatura, através das quais se pretende estudar a con 

tribuição de diferentes sub-bandas de energia ás propriedades de transporte da camada 

de inversão. Serão iniciados estudos do efeito termceletrico na camada de inversão en 

tre 10 e 100 K. Quanto á parte teOrica i continuarã a investigação de estados eletrônicos 

associados ás impurezas de Na na camada de inversão, utilizando potenciais não-blinda 

dos de impurezas, os quais determinam a largura da banda de impurezas, influenciando 

as propriedades de transporte a baixas concentrações de eletrons de condução. Estes es 

tudos serão também estendidos para o caso de formação de estados de impureza em he 

teroestruturas de GaAs-GaAlAs. Continuarão a ser feitos cálculos diagramáticos'de per 

turbação para o tensor de resistividade de um gás de eletrons bidimensional. Finalmen 

te, e importante saber como átomos e íons difundem-se na região de interface, para es 

tender a distribuição de impurezas junto da camada de inversão. Esse estudo será foca 

lizado na região de baixas temperaturas, onde o principal mecanismo de difusão de im 

purezas e o de tunelamento entre as barreiras de potencial. 

continua... 



DESCRIÇÃO DOS OWETIVOS DO PROJEDO - Quantificar e/ou qualificar as metas pretendidas. 

.Em materiais desordenados, a ênfase tem sido •dada ã pesquisa sobre as pro 

1 priedades do silicio dopado com fõsforo, o qual apresenta uma transição de semicondutor pa 

ra metal em função da concentração de fõsforo.Resultados experimentais sãobem compreendido  

I em concentrações de impurezas bem maiores ou menores que a concentração critica na qual 

ocorre a transição. Na concentração intermediãria, porém, existem ainda discrepãncias en 

1 tre os resultados experimentais e os modelos teOricos,e vãrios métodos estão sendo 	de 

senvolvidos, visando encontrar uma concordância. 

. São desenvolvidas teorias autoconsistentes que levam em consideração a cor 

relação de elétrons e efeitos de desordem em semicondutores dopados, sendo sua principal 

I aplicação no estudo da condutividade elétrica, do calor especifico e'da suscetibilidade 

em campos magnéticos fracos. Utilizam-se, para isso, métodos analíticos e de simulação 

computacional. 

Para defeitos profundos, vãrios modelos autoconsistentes têm sido desenvol 

vidos assim como um estudocomparativo entre eles. A maior ênfase será dada ao estudo de 

defeitos profundos nos teluretos de chumbo e estanho e nas suas ligas ternárias. 



METOCOIOGIA - Detalhar a metodologia adotada, discriminando as atividades necessárias 
e estabelecendo aquelas que possam constituir indicadores de acompanhamento da -execu 
ção física do projeto. 

No laboratório existente no Instituto, foram desenvolvidos vãrios métodos 

de caracterização 6ptica e elétrica de células solares, através das seguintes medidas: 

1. Curva I x V 

, 	2. . Resposta espectral 

3. Caracteristicas C x V 

4. Perfil de portadores 

5. Resposta fotoacóstica. 

• 
Tem sido desenvolvido um estudo dos efeitos de radiação ionizante, de cla 

ra relevãncia para a Missão Espacial Completa Brasileira, colocondo-se varias amostras 

nos feixes de elétrons de 1 MeV de energia do IPEN. 

A metodologia a ser seguida no presente projeto adotar ã as mesmas linhas 

anteriores, sendo,entretanto, necessário aprimorar algumas das técnicas acima menciona 

das. 

A metodologia para detectores infravermelhos consiste no crescimento 	de 

monocristais de 
Pb1-x 

Sn
x 

Te
' 
através do método de transporte por fase vapor com forma 

ção de interfaces s6lido/liquido/vapor, a fim de obter substratos para difusão e cresci 

mento a partir da fase liquida (LPE). 

O cristal é orientado, cortado e polido antes dos processos de formação da 

junção p-n. As junções são obtidas através de difusão de Cd:In ou através de camadas de 

positadas por LPE. Uma vez obtidas as junções p-n, são feitos contatos Ohmicos e os de 

tectores testados e caracterizados elétrica e opticamente. 

Na parte relativa ã fisica de superfícies, técnicas de muitos corpos são em 

pregadas para calcular as propriedades de sistemas bidimensionais e explicar os resulta 

dos experimentais obtidos em mosfets e heterojunções. 

Em laboratório, as propriedades de transporte da camada de inversão 	em 

transistores MOS são investigadas entre 10K e a temperatura ambiente, através de medidas 

de condutãncia e transcondutãncia, visando estudar efeitos de anisotropia da massa efe 

tiva, estados de impurezas e contribuição de diferentes sub-bandas de energia nas pro 

priedades de transporte. A aplicação de campos magnéticos fracos, bem como medidas ter 

moelétricas e de capacitãncia transiente, serão incluidas num futuro pr6ximo. 



EETODOLOCIA - Detalhar a metodologia adotada, discriminando as atividades necessá-
rias e estabelecendo aquelas que possam constituir indicadores dc aconpinhamentoda 

execuç=ío física do projeto. 

continuação 

Em materiais desordenados, desenvolvem-se teOrias autoconsistentes que 

levam em consideração a correlação de elétrons e efeitos de desordem em semiconduto 

res dopados, sendo sua principal aplicação no estudo de condutividade elétrica, ca 

lor especifico e suscetibilidade em campos magnéticos fracos. Utilizam-se para isso, 

métodos analiticos e de simulação computacional. 



CPM3GRA4A O desenvolvimento do projeto deverá ser esquematizado objetivamento,a 
nivel de atividades e de metas a atingir segundo um fluxo temporal que melhor con-
venha ãs necessidades de trabalho, é que sirva de base para a elaboração do Plano 
de Aplicação de recursos, atravãs de utilização de representaeOes vismis auxilia-
res, como gráficos de barras, diagramas e/ou fluxogramas. Assinalar aqui os indi-
cadores de acompanhamento estabelecidos no item anterior. 

Os tronogramas encontrám-se detalhados para cada fase do projeto na fo 
lha de Cronograma Fisico de Atividades. 
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REVISÃO BIBLIOCIV;FICA-*Apronentar e analisar c3n forma resumida a bibliografia 
existenti:.,  sobrc o assunto corro os estudos concluídos ou 'em andarrento rea-
lizados pela unidad2 executora e/ou por outras entidacbs nacionais e estran-
geirzl.s, comentando a existência de alternativas para a abordagem dp projeto. 
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urn,I7.,Aç3O DOS RESULTADOS IX) rinTER) - Na hir&ese de sucesso, descreva abaixo a 
forma inaginada de transferCincia dos resultados aos possíveis USIlariOS 

Os resultados do prpjeto tem por finalidades principais: 

- CELSO 

- Assistir outros grupos do INPE diretamente ligados a MECB,nucaracterização 

• e testes de células de uso espacial para uso nos safélites brasileiros, e de 

finir, juntamente com a indiistria nacional,a viabilidade de fabricar células 

de uso espacial inteiramente no Pais. 

- DIVER 

- Transferir--tédnica defabricação de detectores infravermelhos""ã inãstria,caso 

haja demanda de Mercado; sendo a demanda pequena, o próprio Instituto 	pode 

rã_ fornecer os detectores aos usuãrios. 

- FISUP 

-Prover a laboratórios de microeletrónica uma uracterização a nível quântico 

dos transistores MOS por eles fabricados. 



i 	rezem Ç.7,0 

7\ RJ' S I Cf.° E SIADO 

OPERNC I ONAL 
ATUAL AND 

ORI c-Em DOS 
RECURSOS 

' 

CUS'ICG 

1 	Amplificador s'incrono PAR 124A. 1980 OP 

Moduladordé.feixeelitninosoPAR192 1980 OP 

1 	Laser de corante Cromatix CMX-4 • OP 
 

• FotoMicrosCõpio mod.IIIZeiss 1979 OP 

. 1 	*Gerador de raios-X Rigaku 1979 OP 

1 	Simulador solar Oriel, 	limpada 

6722, fonte 8550-7 1980 OP 

I Monocromador Jobin Yv9.a---HRS-2 . 1980 OP 

Estação de vicuo Varian HS2 	• 1980 OP 

I 	Reffigerador de helio de ciclo . 

- 	fechado Displex Air Products' 1980 OP 

1 	Fotbmultiplicadora EGGTE104Ts RF 1980 015  

i 	Balança AnalitiCa 
I 

	

Multiplicador/Divisor PAR193 1980 •0P 
OP 

I 	Fornos Marshall 1980 OP 
Controladores Eurotherm 093 1980 OP 

1 	Programadores Eurotherm 125 1980 OP 
Tiristores o31 Eurotherm 1980 OP 

1 	Indicadores temperatura Omega . 	1980 t OP- 
1 •Integrador/Analisador PAR162 1980 OP 
1 	Eletroimã Walker Sci. HV 4W 1980 OP 
1 	Fonte Walker 	SCi. HS625 HA 1980 • OP 

Gaussimetro Walker Sci.INCMG-3A 1980 OP 
1 	Registrador X, t HP 1980 OP 

Registrador X,Y HP 7044A 1980 OP 
1 	OstiloscOpio Tátronix 475DM44 1979 OP 

Gerador pulsos HP 8005B 1980 OP 
I 	Gerador funções HP, 1980 OP 
‘ 	Detetor vazamentos Matheson 1980 OP 
. 	Eletroáetro Keithley 602 (2) 1980 OP 

Multimetro HP 3466A 1980 OP 

OP = Operação Normal 
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TI - TEMPO INTEGRAL 

TP - TEMPO PARCIAL 

- Nas colunas TI assinale com um X, se o regime de trabalho é o de 

tempo integral na instituição e/ou no projeto. Assinale com D.E. 

caso o regime de trabalho seja dedicado exclusiva. 

- Em caso de tempo parcial indique, nas colunas TP o número de ho 

ras semanais dedicados a instituição e/ou ao projeto. 

- Se houver elementos a contratar, cujo(s) nome(s) ainda não 	se 

ja(m) conhecido (s) indique "A CONTRATAR" e preencha na linha cor 

respondente as demais informações já definidas (Ex.: Função 	no 

projeto, atividade, etc.). 

- Na coluna "PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO", identifique nume 

ricamente os meses em que o indivíduo participará, considerando 

o total de meses de duração do projeto. (Ex: se 6 prOjeto durar 
18 meses e o individuo participar nos 6 primeiros, indique resta 

coluna: 1 a 6). 
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TI - TEMPO INTEGRAL 

TP - TEMPO PARCIAL 

- Nas colunas TI assinale com um X, se o regime de trabalho é o de 

tempo integral na instituição e/ou no projeto. 

- Em caso de tempo parcial indique nas colunas TP o número de horas 

semanais dedicadas à instituição e ao projeto. 

- Se houver elementos a contratar, cujo(s) nome(s) ainda não seja(m) 

conhecido(s) indique "A CONTRATAR" e preencha na linha corresponJ 

dente as informações já definidas (Ex.: Função no projeto, ativi 

dade, etc.). 

- Na coluna "PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO", identificar nume 

ricamente os meses em que o indivíduo participará, considerando o 

total de meses de duração do projeto (Ex.: Se a duração total for 

de 18 meses e o indivíduo participar nos 6 últimos, indique nesta 

coluna: 12 a 18). 



CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO APRESENTADO  

Os quadros que se seguem apresentam o orçamento do projeto 

e os recursos que são solicitados ao FNDCT. 

Algumas alterações foram feitas nos formulários originais 

visando a simplificar a apresentação sem, no entanto, acarretar prejuizo 

nas informaç5es solicitadas. As modificaç5es foram as seguintes: 

- "RECURSOS HUMANOS DO PROJETO": 

Adicionou-se uma coluna em que consta o salário mensal equivalen 

te ao tempo dedicado ao projeto durante o ano. 

- "ORÇAMENTO SOLICITADO POR FONTE DE FINANCIAMENTO"  e 	"CRONOGRAMA 

DE DESEMBOLSO - FNDCT": 

Os formulários foram redesenhados para fornecerem informações cor 

respondentes a apenas um ano, que é a duração prevista deste pro 

jeto. 

O formulário "COMPOSIÇÃO DE SAL/4210S" foi preenchido de ma 

neira simplificada uma vez que as informações foram fornecidas anterior 

mente no formulário "RECURSOS HUMANOS DO PROJETO". Os cálculos, dividi 

dos em duas partes, apresentam as despesas anuais com base nos salários 

previstos para janeiro de 1984 e um adicional que contempla a transforma 

ção de 14 salários em 12 mensalidades e um reajuste (correção monetária) 

de 50% em abril do mesmo ano. 

A contrapartida explícita oferecida refere-se ao pagamento 

das despesas com pessoal (cientifico e técnico) contratado pela CIT. 

A contrapartida implícita , que também deve ser levada em 

conta, inclui entre 40% a 60% das despesas com pessoal e é constituída 

de: 



a) Serviços de Apoio Administrativo e Infra-Estrutura,  incluindo as 

sistência médica e seguros; serviços de controle orçamentãrio e 

contãbil; aquisição de bens e administração de contratos de pres 

tação de serviços; manutenção e conservação de instalações; for 

necimento de ãgua e energia elétrica; serviços de comunicações 

(telex, telefone e malote) e serviços de reprodução grãfica. 

b) Serviços de Apoio Técnico,  incluindo conservação e manutenção de 

aparelhos elétricos e eletrónicos; serviços de processamento de 

dados — em "batch" e via terminais; serviços de oficina mecânica 

e laboratório de circuito impresso e biblioteca. 

c) Assessoria eventual  fornecida a este projeto por outros pesquisa 

dores do Instituto. 

Finalmente, vale mencionar que os orçamentos aqui apresen 

tados consideram os seguintes parãmetros: 

a) Inflação prevista para 1984: 90% ao ano; 

b) Valor médio da taxa de cãmbio para despesas no exterior: 

US$ t.00 . Cr$ 1.500,00. 



ORCAMENWSOLICITADO POR FONTES DE FINANÚAMENTO 

PERÍODO DE PROJETO DE JAN/1934 A DEZ/1984 

(CrS 1.000.001 

PROJETO: 	Materiais 	de 	Semicondu - nrps 

• CATEGORIA 

	

	 FONTES 
ESPECIFICAÇA0 

ECONOMICA 	IDA DESPESA 	. 

CONTRAPARTIDA ** 
FNOCT TOTAL GERAL 

DO PROJETO PROPONENTE OUTROS* 

3100 	DESPESA 	DE CUSTEIO . 350.490 

350.490 

29.026 379.510 

( v, u.: 
" rã c. 
f:5 ,..) 

t2 
t" 
Ui o_ 
2 

e 

3110 PESSOAL 
35Q.490 

3113 

3120 

3130 

3131 

a) Cientifico 

b) Técnico 

c) Administrativo 

d) Diárias 
. 	 

e) Obrigações Patronais 

. MATERIAL DE CONSUMO 

I- 	242.520 

5.150 

73.420 

21..40 	 

4 

.. 

	, 	 

13.810 

242.520 

29.400  

5.150 	! 

7 3...A.2 a. 
13.810 

SERVIÇOS DE TERC. 	E ENCARGOS .  15.210 15.210 

REMUNERAM GE SERV. PESSOAIS 
_— 

. 
4.210 4.210 

3132 OUTROS SERV. 	E ENCARGOS 11.000 11.000 

i 	4100 	INVESTIMENTOS 	• 1 72.460 	72.460 

Zg ,- 

‘.› 
Ui 
C] 

(.4 
.t 

2C 

4110 	GERAS E INSTALACOES 	. 

4120 

a) Obras •  
b) 	Instalaç5es 

EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 72.460 	72.460 
a) Equipamentos 

72 460 	72.46ft 
. Nacional 

Importado .-, 

 
• 

	

1.800 	1 MO__ 

	

70.660 	70.660 
v, v., ca 

. 	. 

b) Material 	Permanente 

Nacional 

Importado 

O 	T 	A 	1 	s 350.490 101.4:1 	, 	• 	e  
* Discriminar por Fonte Financiadora - Preencher um formulErio por subprojeto quando for o caso alem 

do consolidado. 

** Neste item não esta incluída a contrapartida implícita correspondente a 40 - 60% 

despesas com pessoal, conforme especificado -anteriormente nas Consideraçães so 

bre o Orçamento Apresentado. 
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8. ASSINATURAS 

O presente Projeto conta com a aprovação dos abai 

xo assinados, que se co-responsabilizam pela sua execução. 

São José dos Campos, 17 de outubro de 1983 

Local e Data 

Coordenador do Projeto 
	

Diretor da Unidade Executora 
NELSON DE JESUS PARADA 
	

NELSON DE JESUS PARADA 

Membros do Conselho Diretor da 
Unidade Executora 


